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[はじめに] 窒化物系半導体を用いたパワーデバイスや高出力 LED の開発が活発に行われている。

これらのデバイスの大電流動作では多量の発熱を伴うため、効率的な熱放散が必要とされる。カ

ーボンナノチューブは極めて高い熱伝導率と電気伝導度を持つため、電極や配線材料として期待

される。今回、n 型 GaN 膜上に直流電着法により形成したカーボンナノチューブ薄膜におけるカ

ーボンナノチューブ/GaN 界面の電気特性とバンド構造について評価を行ったので報告する。 

[実験] 電着するナノチューブには市販の金属性多層カーボンナノチューブを用いた。カーボンナ

ノチューブを正に帯電させたイソプロピルアルコール分散液を用いた[1]。被電着基板である n 型

GaN 膜には、サファイア基板上に 5.4μm 厚成長し、Si を 1×1019cm-3 ドープした膜を用いた。n

型 GaN 膜への配線電極に Ti/Al/Ti/Au を用い、熱処理（850℃、20s）を行い、オーミック電極とし

た。80V の直流電圧を印加することにより電着を行った。電着法によって形成された n 型 GaN/

カーボンナノチューブ界面における電流-電圧および容量-電圧特性などの電気的評価を行った。 

[結果] n型 GaN膜とカーボンナノチューブ薄膜との間の電流-電圧特性においてショットキー特性

が得られた。熱電界放出モデルを用いてショットキー障壁高さ φB は φB=0.34 eV が求められた

（Fig.1）。金属多層カーボンナノチューブの仕事関数は 4.3eV と報告されている[2]。

また別のグループは高電子分光により

4.8eV と報告している[3]。報告によりばら

つきはあるものの平均として 4.55eV とな

る。一方 Ni 電極の仕事関数も 5.04～5.35eV

とされ、平均で 5.2eV となる。Ni/n-GaN の

ショットキー障壁高さは 0.95eV と報告さ

れている[4]。これらより推測される金属多

層カーボンナノチューブと n型GaN界面の

ショットキー障壁高さ φB はφB=0.3eVと

なり、ほぼ良い一致を示すと考える。 
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Fig.1 Band-structure ofMWCNT/n-GaN hetero-interface. 
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